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生体分子を計測するグラフェン電界効果トランジスタ(GFET)を用いたバイオセンサでは、電解液中

に挿入された参照電極よりトップゲート電圧を可変印加させながら、ソース／ドレイン間に流れる電

流値の変化により伝達特性を計測する。本バイオセンサでの測定誤差の原因の一つとして、電解液を

介してトランジスタ基板とゲート電極間を流れるゲートリーク電流が挙げられ、この抑制が本バイオ

センサの測定精度向上の鍵となる可能性が高い。本研究では、このリーク電流の抑制を図るため、GFET

基板上にインクジェット描画による絶縁樹脂のパターニング塗布を実施することにより、リーク電流

の低減を試みた。 

 Fig. 1はインクジェット装置により、絶縁樹脂の液滴をトランジスタのチャネル近傍を除くエリア全

面に吐出し、電解液中に露出するソース、ドレイン電極部及び、その他 SiO2基板部分をカバーしたも

ので、これによりトランジスタの絶縁性の向上を図った。Fig. 2に、ゲート電圧の変化に対するゲート

リーク電流の変化を示す。絶縁樹脂の重ね塗りによる膜厚増によりリーク電流が抑制されている傾向

がみられ、リーク電流は絶縁樹脂塗布前後で数十分の一まで低減できた。 

このリーク電流低減により、GFET バイオセンサのドリフトやヒステリシス低減等によるセンサ性

能の向上が期待される。 
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Fig. 1: GFET coated with insulating resin 
by inkjet printing.  

Fig. 2: Suppressed gate-leakage current according to the 
thickness of insulating resin coated on GFET. Resin was 

coated by inkjet printing up to 16 layers or hand-painting. 
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